
\ful.n(hla: Planar-Epitaxie- 
Transistor $V und allgemeine 

P pnr Tg Avr r ea 

Abmessungen: Bauform A 3/15 — 30, 
TGL 11811 

Kollektor am Gehöäuse 
Masse = 0,5 g 
Zulässige Höchstwerte bis 0jmax 
Ucso = 20 V Piıot = 1W 
Uceo = 12 V beiöc= 25 0C 

Umso = 5V & = 175 oC 

Ic = 200 mA Da = 125 0C 

I8 = 20 mA 
Piot = 300 mW 
bei da = 25 °C { 

f 
Kennwerte für 0a = 25°C -5 grd Rıki S 150 —°w— 

! Min. Typ | Max. Meßbedingungen verstörkungs- 
L ı —— „Suppon 

Restströme 

Iceo 01 nA | 100 nA | Ucs = 20 V | 
IcEo 0,5 nA | 100 nA UB = 5V 

Durchbruchspannung 

U(er)ceo , 12 V 32 V Ic = 10 mA 

Söttigungsspannung 

UCEgsat | 0,3 V Ic = 10 mA, I8 = 1 mA 
UBE:.at 075 V Ic = 10 mA, I8 = 1 mA 

Gleichstromverstärkung 

B 18 | 35 Uce = 1 V, Ic = 10 mA | A 

B 2 n I8 
B 56 140 ‘ c 
B 122 280 D 

B 224 560 E 
B 450 1120 F 

Ubergangstrequenz 

| Uce = 10 V, Ic = 10 mA, 
M K eefleaie |# = 100 MHz 



Min. | Typ ‘ Max. Meßbedingungen ]5oe'=-&u—.- 
| ‚Grwppen 

Ausgangskapazität 
- - DE Z B 

ca2b 255 pF |s pr | :-'°_' 2-u‘:|zv' l =0, 

Rückwirkungszeitkonstante 

{hızö E | Uc8 = 10 V, Ic = 10 mA, 
Z 20 pa |3°9. P | 7 _ 30 Mitz 
Rauschfaktor 

F | |7,8 dB Uce = 6 V, Ic = 0,2 mA, 
|f= 1 kHz, RG = 50002 

F .'-”‚ | Uce = 5 V, Ic = 10 mA, 
| 1 = 100 MHz, RG = 600 

Schwingtrequenz 
fmax. — | | 550 MHz| UcE = 10 V, Ic =5mA | 
Leistungsverstärkung 

' | | . n Vpeopt 208 | SS 
Vierpolparameter ; 

htte 6,9 00 | Uce = 6 V, Ic = 2 mA, 
hıze 4,1:10-4 f = 1 kHz 

hz1e 510 

hize 54 S Z 

V-Parameter 

Yıra = (1,2 + ] 2,9) mS |bolLleg-1fl\f.lc-!m.fl.2 
Yıza = (0,0913 + ı 0,54) mS f = 50 MHz 
Yra = (29 — ] M) mS / 

Yazo_= (1,56 + ı 1,25) mS_ | | 

Transistor SF 136 D Bestellbeispiel für einen Transistor 
der Stromverstärkungsgruppe D
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